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(57) Rezumat:
1
Inventia se referd la receptoare de radiatie

cu rédcire pentru masurarea fluxurilor slabe de
radiatiec din diapazonul de lungimi de unde
milimetrice si submilimetrice.

Bolometrul supraconductor contine un
criostat de heliu, in care este amplasat un
regulator de temperatura si un element sensibil,
executat dintr-un  semiconductor  supra-

conductor, la care este conectat un dispozitiv

2
de inregistrare. Elementul sensibil este

executat in forma de peliculd monocristalinad
din telururda de staniu dopatd cu galiu
Sny Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, obtinuta
prin depunerea materialului semiconductor
supraconductor pe un substrat de fluorurd de
bariu BaF,.

Revendicari: 1

Figuri: 2



(54) Superconducting bolometer

(57) Abstract:
1
The invention relates to the cooled

radiation detectors for measurement of low
radiation fluxes from the millimeter and
submillimeter wavelength range.

The superconducting bolometer comprises
a helium cryostat, in which is placed a
temperature regulator and a sensing element,
made of superconducting semiconductor, to
which is connected a recording device. The

sensing element is made in the form of a

(54) CBepxnpoBOAHUKOBBIN 00J10METP

(57) Pedepar:
1
I/I306peTeHHe OTHOCHTCA K OXJTaXXKIaCMbIM

IIPHEMHHUKAM H3Iy4eHHUS IS H3MEpPEHUA
CraObIX ITOTOKOB W3IYUCHHS W3 JHAIla30Ha
MHJUITEMETPOBBIX H CYOMIJUIUMETPOBBIX JUTHH
BOJIH.

CBepXIPOBOTHUKOBEIH ~ OOIOMETp  CO-
JIEPKUT TEIUEBBIM KpHOCTaT, B KOTOPOM
PACIONIOKEH  PETYIATOp  TEMIIEpaTyphl U
YyBCTBUTEIBHBIM AJIEMEHT, BBITOJHCHHBIM U3

CBCPXIIPOBOIANICTO IIOIYIIPOBO/HHUKA, K

2
monocrystalline film of tin telluride doped

with gallium Sn;_Ga,Te, wherein
x=0.01...0.0225, produced by deposition of the
superconducting semiconductor material on a
substrate of barium fluoride BaF,.

Claims: 1

Fig.: 2

2
KOTOPOMY  HOAKIIOUYCHO  PErHCTPUPYIONILES

YCTPOUCTBO. UyBCTBUTEIBHBIN AJIEMEHT
BHIIOJTHEH B BHJAC MOHOKPUCTALIHICCKOH
IUICHKH U3 TEIUIYPHJA OI0Ba, JIETHPOBAHHOTO
rammeMm  Sn;Ga,Te, rme x=0,01...0,0225,
MOTYYCHHOW OCaXJICHUEM CBEPXIIPOBOAIIETO
HOIYIIPOBOTHUKOBOTO MaTepHaa Ha
HOIOXKKY u3 propuma 6apus Bak,.
I1. popmymsr: 1

dur.: 2
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Descriere:

Inventia se referd la receptoare de radiatie cu rdcire pentru masurarea fluxurilor slabe de
radiatie din diapazonul de lungimi de unde milimetrice si submilimetrice.

Este cunoscut un bolometru, care contine un criostat de heliu cu un regulator de
temperatura, in care este amplasat un element sensibil supraconductor in forma de fir
monocristalin, executat dintr-un semiconductor de telurura de plumb dopatd cu taliu Pb.
<1 Te, unde x=0,01...0,0225, la care este conectat un dispozitiv de inregistrare. Functionarea
dispozitivelor de acest tip se bazeazd pe faptul cd sub influenta radiatiei are loc incélzirea
elementului supraconductor si, astfel, se modificé rezistenta in regiunea trecerii materialului in
starea supraconductibild [1].

Dezavantajele acestui bolometru constau in faptul cé acesta, fiind fabricat pe baza unui fir
monocristalin, necesitd aplicarea unor metode speciale de fixare a contactelor pentru
excluderea plesnirii firului de-a lungul planului de clivaj [100] din cauza valorii mari a
coeficientului de dilatare termicd, totodata taliul folosit in calitate de dopant este un material
toxic.

Problema pe care o rezolva inventia constd in fabricarea unui bolometru rezistent la dilatéri
termice, precum si in excluderea utilizarii materialului toxic.

Bolometrul supraconductor, conform inventiei, inldturd dezavantajele mentionate mai sus
prin aceea cd contine un criostat de heliu, in care este amplasat un regulator de temperaturd si
un element sensibil, executat dintr-un semiconductor supraconductor, la care este conectat un
dispozitiv de inregistrare. Elementul sensibil este executat in forma de peliculd monocristalina
din telururd de staniu dopatd cu galiu Sn;,Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, obtinutd prin
depunerea materialului semiconductor supraconductor pe un substrat de fluorura de bariu BaF,.

In dispozitivul propus pentru detectarea fluxurilor de radiatie infrarosie se foloseste
proprietatea interioara specificd a Snj Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, din care este fabricat
elementul sensibil, si anume aparitia starii supraconductoare in materialul semiconductor
SnTe<Ga>, care este determinatd de urmatoarele: doparea telururii de staniu cu galiu duce la
formarea benzii cvasilocale cu densitatea mare a stérilor in zona de valenta (indepartatd de varf
la 0,1 eV cu latimea de 5...10 meV) pe fondul spectrului permis. Anume existenta benzii
cvasilocale cu densitatea mare a starilor In zona de valentd si explicd toatd gama, inclusiv
starea supraconductoare in telurura de staniu dopata cu galiu.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1-2, care reprezinta:

— fig. 1, schema-bloc a bolometrului supraconductor;

— fig. 2, graficul dependentei rezistentei de temperatura elementului sensibil.

in fig. 1 este prezentatd schema-bloc a bolometrului supraconductor propus. In criostatul de
heliu 1 este amplasat elementul sensibil 2 in formd de peliculd monocristalina de telururd de
staniu dopata cu galiu Sn; Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, obtinutd prin depunerea materialului
semiconductor supraconductor SnTe<Ga> pe substratul de fluorurd de bariu BaF,, conectat cu
dispozitivul de inregistrare 4. Elementul sensibil este plasat in sistemul 3, pentru reglarea si
controlul temperaturii lui de lucru.

Functionarea bolometrului este bazata pe dependenta rezistentei electrice de temperatura
elementului sensibil, si anume se foloseste trecerca elementului sensibil in  starea
supraconductibild cu alegerea punctului de lucru la mijlocul acestei treceri, care se atinge prin
micsorarea temperaturii pand la T = 3,25K, cand dR/dT este de sute de ori mai mare decat
marimea dR/dT 1n regimul semiconductor §i, prin urmare, creste de sute de ori sensibilitatea
elementului sensibil.

Trecerea din starea supraconductoare in cea normald a elementului sensibil poate fi folositd
ca semnal de trecere a marimii puterii radiatiei peste valoarea criticd. in domeniul strii
normale a elementului sensibil dispozitivul se foloseste de asemenea pentru mdésurarea
radiatiei, deoarece rezistenta lui are dependenta rezistentei de temperatura caracteristica pentru
semiconductori.

In fig. 2 este prezentatd dependenta caracteristica rezistentei de temperaturd R(T) a
elementului sensibil de Sn;_;Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, cu evidentierea punctului de lucru al
dispozitivului propus.

A fost executat un prototip experimental, care contine elementul sensibil in formd de
peliculd monocristalind din SngesGagg,Te, obtinut prin depunerea materialului semiconductor
supraconductor SnTe<Ga> pe substratul de fluorurd de bariu BaF,, care include urmatoarele
proceduri tehnologice:
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— depunerea materialului semiconductor supraconductor SnTe<Ga> se executd pe
substratul de fluorura de bariu BaF,, cu orientarea cristalind selectatd, de exemplu, (111), (100)
sau (110), In camera de crestere a instalatiei de epitaxie moleculard cu fascicul (vid la nivelul
de 10! mm ai coloanei de mercur);

— depunerea materialului semiconductor supraconductor SnTe<Ga> se executd prin
evaporarea din trei celule de tipul Knudsen, care au fost incércate cu SnTe, Ga si Te;

— controlul compozitiei si al grosimii stratului se executd cu ajutorul aparatelor, cu care
este dotata instalatia;

— studiul proprietatilor electrofizice ale probelor de material semiconductor
supraconductor SnTe<Ga> se executa la temperaturi joase 1n intervalul 0,4...4,2K;

— fabricarea elementului sensibil se efectueaza prin scribing (incizia i ruperea ulterioard).

In calitate de sursa a radiatiei infrarosii se foloseste rezistorul, radiatia ciruia se determini
prin curentul care se scurge prin el. Totodatd unicul parametru de lucru al dispozitivului este
rezistenta elementului sensibil.

Datoritd gamei largi de detectare a radiatiei infrarosii a bolometrului supraconductor este
posibil de a folosi bolometrul in scopul inregistrarii semnalelor infrarosii, obtinerii imaginii
termice a diferitelor obiecte cu o variatie mare a intensitatii, de exemplu, la filmarea suprafetei
pamantului, apei, in diferite retele opto-electronice de masurare, circuite de comanda automata
si monitorizare a radiatiei, etc.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. MD 3436 B2 2007.11.30
(57) Revendicari:

Bolometru supraconductor, care contine un criostat de heliu, in care este amplasat un
regulator de temperaturd si un element sensibil, executat dintr-un semiconductor
supraconductor, la care este conectat un dispozitiv de inregistrare, caracterizat prin aceea ca
elementul sensibil este executat in forma de peliculd monocristalind din telururd de staniu
dopatd cu galiu Sn;,Ga,Te, unde x=0,01...0,0225, obtinutd prin depunerca materialului
semiconductor supraconductor pe un substrat de fluorura de bariu BaF,.

Sef sectie: SAU Tatiana
Examinator: GHITU Irina
Redactor: CANTER Svetlana

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisindu, Republica Moldova
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